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宽输出范围的单晶圆非隔离AC/DC电源芯片 

概述 

REF7327是高性能、高集成度、高效率、低待
机功耗的单晶圆开关电源芯片，特别用来替代输
出电流小于500mA的所有线性及阻容降压式非隔
离电源。REF7327内部集成了PSM控制器及600V高
压MOSFET、高压启动和自供电电路、电流采样电
路，实现系统快速启动、超低功耗待机，极大地
减少了外围器件数量，节省了系统成本和体积，
同时提高了可靠性。 

REF7327支持 Buck,Buck-Boost,Flyback拓扑
结构，并提供完整的智能化保护功能，包括输出
短路保护，过载保护，欠压保护，过温保
护。REF7327内部还集成了自动重启电路，在短
路、开环的故障下，安全地限制了输出功率，降
低了在系统级用于负载保护的成本。 

REF7327采用独特的PSM控制方式，其内部振
荡器的平均频率为57kHz，高带宽提供了无过冲
的快速启动。振荡电路同时可以生成4kHz的频率
调制用来降低EMI。频率调制的调制速率设置在
1kHz的水平，目的是优化EMI并降低其平均值及
准峰值。 

REF7327采用器件的源极（Source)引脚散
热，可以适当增加散热铺铜面积。REF7327提供
SOP-7和DIP-7两种可选封装。 

定购信息

特点 

 内部集成600V高压MOSFET

 集成高压启动，自供电电路和电流采用电路

低待机功耗<50mW
 输出电压可通过FB脚调整

 57kHz开关频率，±4kHz频率抖动
 内置软起动功能

 优异的工作效率：>78% @15V,300mA-400mA
 良好的负载调整率和线性调制率

 全面的保护功能：

输出短路保护（SCP） 

输出过载保护（OLP） 

迟滞过温保护（OTP） 

欠压保护（UVLO） 

应用

❖ 家用电器辅助电源 

❖ IOT/智能家居/智能照明 

❖ 工业控制辅助电源 

典型应用 

5V输出 

型号# 封装 最小包装 

REF7327S SOP-7 4,000 PCS 

REF7327D DIP-7 2,000 PCS 


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12V输出

15V输出

18V输出
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引脚图

管脚描述： 

引脚名称 引脚功能描述 

源极（S） 内部MOSFET源极。它也是旁路和反馈引脚的接地参考。 

电源（Vcc） 芯片电源端，链接一个0.1uF的瓷片电容到芯片地做旁路电容。 

反馈（FB) 输出电压反馈端，通过分压电阻采样电压，实现输出电压调节 

漏极(Drain) 功率MOSFET的漏极连接点。在开启及稳态工作时提供内部操作电流。 

输出电流表 

输出电流表

产品 高压输入(230VAC) 全电压输入(85V~265VAC) 

REF7327 

600mA 580mA 

D封装（DIP-7） S封装（SOP-7）

极限参数 

项目 符号 参数范围 单位 
漏极电压 VDRAIN -0.3-600 V 

电源电压 VCC -0.3 to 9 V 

反馈电压 FB -0.3 to 9 V 

工作结温度 TJ -40 to 150 ℃ 

贮存温度 TSTG -65 to 150 ℃ 

管脚焊接温度 260（10秒） 

人体模式ESD能力  HBM    ±4 KV 

℃ 

VOUT 

520mA 470mA 

500mA 

430mA 

450mA 

480mA 

5V 

18V 

15V 

12V 
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最大占空比 DCMAX S2开路 66 69 72 % 

反馈引脚关断阈值 电流 IFB TJ  = 25 °C 28 30 60 uA 

反馈引脚在关断阈 值

电流时的电压 

VFB 1.54 1.65 1.76 V 

漏极供电电流 IS1 VFB  ≥ 2V 160 220 uA 

(MOSFET Not Switching) 

参见注释A 

IS2 285 350 mA 反馈引脚开路

(MOSFET Switching)

参见注释A,B 

旁路引脚充电电流 

ICH1 -7.5 -4.5 -2.5 

mA 

Vcc=0V  

TJ  = 25 °C 

ICH2 -4.5 -3.3 -1.5 
Vcc=4V 

TJ  = 25 °C

旁路引脚电压 VCC 5.55 5.8 6.1 V 

旁路引脚电压迟滞 VCCH 1.1 1.3 1.5 V 

旁路引脚供电电流 IVCCSC 68 uA 
流电 路保护

限流点 ILIMT 
620 640 660

mA 
di/dt=95mA/us 

TJ  = 25 °C

最小导通时间 ton(min） 320 400 540 ns 

前沿消隐时间 tLEB TJ  = 25 °C 170 215 ns 

参见注释C

热关断温度 TSD 135 142 150 °C 

热关断迟滞 TSHD 参见注释D 75 °C 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位条件 

SOURCE = 0 V

TJ  = -40 to 125 °C 
控制功能 

工作频率 fOSC TJ  = 25 °C Average 53 57 61 kHz 

Peak-Peak 
Jitter 

4 

电气特性： 

关断状态漏极漏电流 IDSS Vcc  = 6.2 V, VFB  
≥2 V, VDS  = 560 
V,T  = 25 °C 

90 uA 

击穿电压 BVDSS Vcc  = 6.2 V, VFB  
≥2 V, TJ  = 25 °C 

600 V 

导通电阻 
RDS(ON) REF7327

ID  = 45 mA 
TJ  = 25 °C 8 9 Ω 
TJ  = 100 °C 12 13

V1.1

7

11

100

200

153
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上升时间 tR 在典型的降压型转换

器应用中测得 

150 ns 

下降时间 tF 150 ns 

漏极供电电压 50 V 

输出导通延迟 tEN 10 ms 

输出禁止设定时间 tDST 0.5 ms 

自动重启动导通时间 tAR T  = 25 °C,参见注释E 50 ms 

自动重启动占空比 DCAR 6 % 

注释： 

A. 当FB引脚电压大于等于2 V时(MOSFET不进行开关操作)，消耗的总电流为IS1 和  IDSS之和；当FB引脚与源极引脚短  路时，

消耗的总电流为IS2  和  IDSS之和。

B  由于输出MOSFET处在开关状态，很难将开关电流和来自漏极的供电电流区分开。可以替代的测量方法是在旁路引 脚电压

为6V时测量旁路引脚的电流。 

C.  此参数由具体设计确定。

D. 此参数是通过电器性能校正得到的。

E. 自动重启动的导通时间与振荡器有相同的温度特性(与频率的温度特性成反比)。

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位条件 

SOURCE = 0 V

 TJ  = -40 to 125 °C 

输出 

VCC

FB

内部结构框图 

V1.1
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保护功能

REF7327集成了全面的保护功能，包括：过载
保护、过温保护、VCC欠压保护、过功率保护并且
自动恢复功能。

过载保护：如果50ms内FB引脚未被拉高，功率
MOSFET开关就会禁止5.5S。自动重启电路使功率
MOSFET间断性地开通和关闭，直到故障排除为止。

过功率保护：当芯片进入深度连续导通模式的时
候，芯片内部会对连续导通周期计数，达到计数
要求后会强制以最小导通时间导通一个周期后重
新开始计数。从而避免芯片进入深度CCM的时候，
环路失去控制从而芯片输出过大功率而损坏。

过温保护：热关断电路检测硅片温度。阈值设置
在142℃并具备75℃的迟滞范围。当结温度超过
142℃时，功率MOSFET的开关被禁止，直到结温度
下降75℃，MOSFET才会重新开启。

VCC欠压保护:当VCC引脚电压低于4.9V以下时关闭
功率MOSFET的开关，直到再上升回5.8V才可重新
开启功率MOSFET的开关。

输出电压设置

选择R1和R2组成的电阻分压器中的上偏电阻
R1和下偏电阻R2，使得FB引脚电压维持在1.65V。
建议下偏电阻R2使用2kΩ的精度为1%的标准电
阻。

功能描述 

REF7327在一个器件上集成了600V高压MOSFET和
一个电源控制器。与传统的PWM(脉宽调制)控制器不
同，REF7327采用了PSM控制器来调节输出电压，输
出电压颗通过FB电阻调整。REF7327内置高压启动与
自供电模块，可以实现系统快速启动、超低待机、
自供电功能。REF7327提供了完整的保护功能，包括
过载保护，欠压保护，过温保护以及用  于自动重启
的保护电路。

PSM调制 

FB脚的反馈输入电路是一个低阻抗的源极跟随
器输出，其输出设定为1.65V。当流入该引脚的电
流大于49uA时，在反馈电路的输出会产生一个低的
逻辑电平信号。在每个时钟信号的上升沿，对此输
出电平进行采样。如果采样值为高电平，MOSFET在
此周期开通。反之，MOSFET会保持关断状态。由于
MOSFET的开关的操作是逐周期确定的，因而这种电
源具有极佳的瞬态响应特性，而且无需控制环路补
偿元件。

自供电及辅助供电 

REF7327既可以自供电也可以通过外接电阻辅
助供电。在MOSFET处于关闭期间，REF7327内部
5.8V稳压器会从漏极吸取电流，将连接到VCC引
脚的电容充电到5.8V。VCC引脚是REF7327的内部
电源电压节点。当MOSFET导通时，REF7327利用
储存在VCC电容内的能量供电。一个0.1uF的VCC
电容就足够实现高频去耦及能量存储。为了电容
量不受温度影响过大，建议使用X7R/0805的电
容。当有电流通过一个外接电阻提供给VCC引脚
时，芯片内部的一个6.3V的分流稳压钳位电路会
将VCC引脚电压钳位在6.3V。由于芯片需要的VCC
电流极低，可以将空载能耗降低到50mW左右。 

电流检测 

REF7327内部集成电流采样电路，对MOSFET电
流逐周期限制，无需外围加电流采样电阻。当电
流超过内部阈值（Ilimit）,控制电路关断
MOSFET。当MOSFET开启后，内置的前沿消隐电路
会禁止限流比较器。通过设置tLEB,可以防止电容
或二极管的反向恢复时产生的电流尖峰误触发
MOSFET提前关断。

软启动 

为了避免系统启动阶段因进入深度CCM模式，
带来较大的电流尖峰。REF7327设置一阶软启动功
能，启动阶段最高开关频率降低为30%,经过256个
周期后结束软启动。 

V1.1
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DIP7-单位(mm)

深圳市基准半导体有限公司保留更改规格的权利，恕不另行通知，客户在下单前应获取最新版本资

料 ，并验证相关信息是否完整和最新。 

深圳市基准半导体有限公司对任何将其产品用于特殊目的的行为不承担任何责任，买方有责任在使

用REF品牌的产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可

能造成人身伤害或财产损失。产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！

封装说明

SOP7-单位(mm)

REF7327
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